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Термоэлектрические материалы на основе Mg2Si и CrSi2 привлекают значительное внимание исследователей по причине перспективности их применения в качестве термоэлектриков для использования в области температур 200-400 ⁰С, а также в свете экологической безопасности, в силу отсутствия в их составе токсичных компонентов [1, 2]. Объемные сплавы Mg2Si вместе с Sn и Sb, полученные как обычными методами простого сплавления, так и импульсного плазменного синтеза, обладают коэффициентом термоэффективности ZT около единицы [3]. С другой стороны, было показано, что наноразмерные модуляции структуры в тонкопленочной сверхрешетке Bi2Te3/Sb2Te3 дают величины ZT вплоть до двух [4]. Потенциальная возможность создания новых наноструктурированных термоэлектрических материалов на основе дисилицида хрома была показана в [5], где проводимость и термоэдс нанокомпозитов CrxSi1-x исследовались в зависимости от степени кристаллизации. Оказалось, что термоэдс в таком материале существенно возрастает по мере кристаллизации при незначительном увеличении сопротивления, а ZT может быть как минимум вдвое больше, чем в однофазной пленке CrSi2. Поскольку коэффициент термоэффективности прямо пропорционален электропроводности, для его увеличения необходимо поднять концентрацию свободных носителей заряда. Поэтому в данной работе изучались формирование, структура и электронные свойства двумерного силицида магния и нанокомпозитов со всторенными нанокристаллитами дисилицида хрома до и после их легирования. Получение того или иного типа проводимости осуществлялось при помощи поверхностных реконструкций Si(111)-(3x(3-R300-Sb и Si(001)-(2×2)-Al. В первом случае был сформирован дисилицид магния n-типа проводимости, а во втором – р-тип CrSi2. Выбор данных поверхностных реконструкций был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, конструкции батарей термоэлектрических преобразователей включает два плеча с разным типом электропроводности, в связи с чем необходимо иметь в наличии термоэлектрические материалы n- и р-типа. Во-вторых, встраивание силициды в объем кремния в виде нанокристаллитов с малыми размерами требует прецизионного внесения легирующей примеси. Одним из способов такого высокоточного или селективного легирования является формирование упорядоченных реконструкций из атомов легирующей примеси на поверхности кремния, поскольку для их формирования требуется совершенно определенное покрытие адсорбата [6]. В результате показано, что дисилицид хрома можно сформировать в виде высокоплотных наноразмерных кристаллитов, упруго встроенных в кремниевой матрице. Обнаружено существенное увеличение фактора мощности в легированных нанокомпозитах, связанное с увеличением электропроводности за счет роста концентрации электронов с уровней легирующей примеси и их эмиссией через гетерограницу кремний/силицид. 
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